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緒言 SiC パワーデバイスは次世代パワーデバイスとして注目されているが、Si パワーデバイス

とは異なる信頼性の課題がある。その一つは、高温下で長時間の高電圧ストレスを印加すること

で Si以上に耐圧低下が生じる問題である。これまで報告されてきた仮説として、ターミネーショ

ンにおける SiC/SiO2界面の電荷変動[1]と SiC バルク中の PN 接合での電荷変動[2]の二つがある。

本報告では、電荷変動を実験的に示すためにストレス前後の容量測定を実施した。その結果、タ

ーミネーション中の空乏層拡がりの変化を解析することで電荷変動の生じる領域を明らかにした。 

実験方法 解析用デバイスとしてターミネーション構造が Junction Terminated Extension (JTE)の

PN ダイオードを 4H-SiC 基板上に作製した。電圧ストレスは、高温下でアバランシェ電圧以下の

電圧を62時間まで印加した。シミュレーションはSILVACO社のデバイスシミュレータを用いた。 

結果 測定結果より、初期状態に比べてストレス印加後の容量が小さくなっている(図 1)。これは、

SiC/SiO2界面の電荷が増加することで JTE 内への空乏層拡がりが大きくなっていることを示して

いる。バルク中の電荷変動が生じる場合、エピ層への空乏層拡がりが小さくなることでストレス

印加後の容量が増加するため、この結果では説明できない。シミュレーション結果より、SiC/SiO2

界面の電荷量が増加すると JTE 内への空乏層拡がりが大きくなっている(図 2)。これは図 1の容量

変化をよく説明できる結果である。以上より、ストレス前後で SiC/SiO2界面電荷量が変化するこ

とで、JTE 内の空乏層容量変化が生じることがわかった。ストレス前後の電荷変動解析にはター

ミネーションの容量測定が有効な手段である。 
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図 1 PNダイオードの容量測定結果 

図 2 JTE領域のカソード電圧 1.5 kVのシ

ミュレーション結果 
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